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【背景・目的】 

 酸化ガリウム(Ga2O3)はバンドギャップ値が約 5.0 eVの新規ワイドバンドギャップ半導体であり、

近年パワーデバイスへの応用に期待が寄せられている。 我々はコスト性良好な sapphire 基板上

に成長するコランダム構造酸化ガリウム(-Ga2O3)薄膜のデバイス応用について研究している。 

これまで-Ga2O3薄膜の成長には主に c面 sapphire基板が用いられてきた。 しかし、-Ga2O3と

sapphire(-Al2O3)の格子不整合度は、a軸長で 4.8%、c軸長で 3.4%であり、c 軸長の格子不整合度

の方が小さい。 したがって、c軸が基板との界面に平行となる a面、m面 sapphire基板上の成長

の方が高品質な-Ga2O3薄膜が作製できる可能性がある。 本発表では a面、m面 sapphire 基板上

へ-Ga2O3薄膜の作製を試みた結果について述べる。 

【実験・結果】 

 a面、m面 sapphire基板上に成長温度を 450－550 
o
C

の範囲で変化させ、ミスト CVD 法により-Ga2O3薄

膜の作製を試みた。 図 1 に a 面 sapphire 基板上へ

成長させた-Ga2O3の XRD 2/測定の結果を示す。 

全成長温度域で a 軸配向した-Ga2O3 のピークが確

認された。 一方で 500
o
C 以上の成長温度では、

-Ga2O3(-402)のピークが現れた他、500
o
Cで作製した

試料については-Ga2O3 に由来するピークも確認さ

れた。 図 2 に m 面 sapphire 基板上へ成長させた

-Ga2O3の XRD 2/測定の結果を示す。 成長温度

が 450
 o

C 以上の試料において m軸配向した-Ga2O3

のピークが確認できたが、500
o
C 以上の成長温度で

作製した試料については-Ga2O3 に由来するピーク

も確認された。 

【結論】 

 a面、m面 sapphire基板上への-Ga2O3薄膜の作製

を試みた。  XRD 測定にて、各面方位で-Ga2O3

に由来するピークを確認できたが、他の結晶相に由

来するピークも確認された。 今後、単結晶薄膜を

得るための成長条件最適化などを行う。 また当日

は光学特性や電気特性などについても議論する。 

図 1. a面 sapphire 基板上に成長した-Ga2O3

薄膜の XRD 2測定結果 

 

図 2. m面 sapphire基板上に成長した-Ga2O3

薄膜の XRD 2測定結果 
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